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CoolSiC™ 650 V G2 MOSFET 
最新世代の炭化ケイ素  (SiC) MOSFET 

本書について 

適用範囲と目的 

本書では、インフィニオンの前世代 CoolSiC™ MOSFETと最新の CoolSiC™ 650 V G2 炭化ケイ素 (SiC) 
MOSFETの違いについて説明します。 

本アプリケーションノートは、技術的パラメーターや設計者にとって最新かつ最も重要な補足的利点を
記載しています。最後に、このドキュメントでは、対象とするトポロジーにおける、入手可能な多数
SiC MOSFETベンダーに対するベンチマークを掲載しています。 

対象者 

このドキュメントの対象者は、電子システムの設計エンジニア, 技術者, および開発者です。 

  

http://www.infineon.com/
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/silicon-carbide/
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最新世代の炭化ケイ素 (SiC) MOSFET 

1 はじめに  

1 はじめに 
CoolSiC™ 650 V MOSFET は、CCM トーテムポール PFC (連続導通モード トーテムポール力率改善回路) のよ
うな、ボディダイオードを導通するハードコミュテーションが断続的に発生するハードスイッチング ト
ポロジーにおいて、特に高い効率が得られるよう調整/設計されています。 

インフィニオンは、製品性能の向上、システム効率の向上、新しいアプリケーションを設計できる高い
自由度を提供することに常に取り組んでいます。この新世代の SiCトレンチ MOSFETは、こうしたニー
ズに対応します。 

1.1 製品ラインアップ 

Table 1 CoolSiC™ 650V G2 MOSFETのラインアップ 
RDS(on),typ 

[mΩ] 
TO-247-3 TO-247-4 D2PAK-7 

 

  

50 IMW65R050M2H IMZA65R050M2H IMBG65R050M2H 
40 IMW65R040M2H IMZA65R040M2H IMBG65R040M2H 
20 IMW65R020M2H IMZA65R020M2H IMBG65R020M2H 
15 IMW65R015M2H IMZA65R015M2H IMBG65R015M2H 
7 IMW65R007M2H IMZA65R007M2H IMBG65R007M2H 

Table 1は、製品ロードマップの第一弾を示し、今後数年間にわたり、さまざまなパッケージ、さらに高
い粒度の RDS(on)へとポートフォリオを拡大していく予定です。本書の次の章では、AI, サーバー, テレコ
ム, EV充電, ソーラー, TV, およびアダプター アプリケーションなど、大電力および低電力アプリケーショ
ンにおけるターゲット アプリケーション、正確には市場でより魅力を増すトポロジーについて簡単に紹
介します。 

インフィニオン製品の詳細については、www.infineon.comにアクセスしてください。 

1.2 対象トポロジー 
この新世代技術は、ボディダイオードを導通するハードコミュテーションが継続的に発生するさまざま
なアプリケーションに最適となっています。以下の項目では、設計者が制限なく使用できるシナリオを
提供するアプリケーションを紹介します。 
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CoolSiC™ 650 V G2 MOSFET 
最新世代の炭化ケイ素 (SiC) MOSFET 

1 はじめに  

1.2.1 トーテムポール PFC 
CCMトーテムポール PFCの動作原理は、AC入力電圧の正のサイクルが 2相、負のサイクルが 2相、合
計 4相に分割しています。 

正の ACラインサイクル: 

低抵抗スーパージャンクション (SJ) MOSFET (SJ2) は常時導通状態にあります。磁化時は、SiC MOSFET 
(SiC2) がオンになり、標準的な PFC と同様に動作します。SiC2がターンオフした後、SiC1のボディダイ
オードが導通します。最後に SiC1がアクティブになり、消磁フェーズが始まります。この間、SiC1は
同期昇圧として動作します。同期昇圧がオフになるのと同じタイミングで、SiC1のボディダイオードが
再び導通し、SiC2がアクティブにオンになる短い期間があり、導通したボディダイオードにハードコミ
ュテーションが発生します。このハードコミュテーションは、いずれかの SiC MOSFETのスイッチング
サイクルごとに発生します。したがって、Qfrに基づくこのターンオン中に、スイッチングエネルギーと
損失が増加します。 

Figure 1 正の ACラインサイクルの動作原理 

負の ACラインサイクル: 

負の ACラインサイクルの動作は、反転した正の ACラインサイクルと同じです。この場合、低抵抗 SJ 
MOSFET (SJ1) は常時導通状態にあります。力率改善用チョークを磁化しなければいけないため、磁化フ
ェーズでは、SiC MOSFET (SiC1) がオンし、標準的な PFC と同様に動作します。SiC1がターンオフした
後、SiC2のボディダイオードが導通します。最後に SiC2がアクティブにオンし、消磁フェーズが始ま
ります。この間、SiC2は同期昇圧として動作します。このトポロジーに見られるように、すべてのスイ
ッチングサイクルにおいて、可能な限り低い Qfrが必要になります。 
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CoolSiC™ 650 V G2 MOSFET 
最新世代の炭化ケイ素 (SiC) MOSFET 

1 はじめに  

Figure 2 負の ACラインサイクルの動作原理 

したがって、SiC MOSFETとその関連技術のパラメーターは、容易に 99%の効率を達成して、第 1世代に
比べてシステム効率をさらに向上させるためには最適な選択となります。 

1.2.2 LLCコンバーター 
CoolSiC™ MOSFETは Qfrが低いため、異常動作状態や負荷ジャンプなど、スイッチング周波数が高速に変
化した際に、システムの信頼性を向上させることができます。さらに、CoolSiC™ MOSFET は、あらゆる
負荷条件において完全なゼロ電圧スイッチング (ZVS) を容易に実現できることから、高効率、高スイッ
チング周波数を実現でき、共振電流の低減も可能です。 
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CoolSiC™ 650 V G2 MOSFET 
最新世代の炭化ケイ素 (SiC) MOSFET 

2 技術的パラメーター  

2 技術的パラメーター 
ここでは、最も重要な技術的パラメーターについて解説し、CoolSiC™ MOSFETの使用に関する一般的な
推奨事項を示します。IMBG65R040M2Hと IMBG65R039M1Hを比較するのは、これらの製品の RDS(on)が最
も近いためです。 

2.1 ジャンクション温度に対する RDS(on) 
全デバイスのデータシートにおいて、標準的な RDS(on)値はジャンクション温度 25°C時の値です。通常、
デバイスはこれよりも高いジャンクション温度で動作します。そのため、100℃など、より高い温度で
の RDS(on)値を知ることが不可欠です。RDS(on)は正の温度係数を示し、高温では RDS(on)が増加します。 

Figure 3に示すように 、X軸はジャンクション温度、Y軸は正規化 RDS(on)値です。25°Cでの RDS(on)は、
CoolSiC™ MOSFET の Gen1と Gen2で同じであることを示しています。この 25°Cの値は、データシート
と型番の命名法によっても示されています。 

Figure 3 温度に対する正規化 RDS(on) 値: CoolSiC™ MOSFET Gen1と Gen2の比較 

CoolSiC™ Gen2 MOSFET は、CoolSiC™ Gen1 MOSFET に比べてわずかに動作の点で劣りますが、CoolSiC™ 
Gen2 MOSFET ではスイッチング損失が減少しているため、この取るに足らない欠点は問題視する必要が
ありません。CoolSiC™ Gen2 MOSFET は、ターゲットアプリケーション (本書後半のセクションで解説) に
おいて、依然として CoolSiC™ Gen1 MOSFET よりも優れた効率を達成します。さらに、この動作はチャ
ネルの改善によるものです。そのため、RDS(on)の分布はデバイスのドリフト領域にシフトするため、プロ
セスの安定性が向上し、CoolSiC™ Gen2 MOSFETの最終データシートで要求される標準～最大 RDS(on) のマ
ージンが減少します。 
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最新世代の炭化ケイ素 (SiC) MOSFET 

2 技術的パラメーター  

2.2 Qfr – MOSFET順方向回復電荷 
CoolSiC™ Gen2 MOSFET は、CoolSiC™ Gen1 MOSFET とは異なるボディダイオード回復パラメーターの命
名法を使用していることに注意してください。Qrrという従来の命名法では、基準の観点で表される値を
説明するには不十分なため、Qrrは逆回復電荷のみを表します。逆回復電荷の測定中、アクティブスイッ
チには Qossも存在します。つまり、データシートに記載されている Qfrの値は、Qossと Qrrの合計です。
Figure 4に、命名法と定義の違いを示します。 

Figure 4 CoolSiC™ Gen2と Gen1 MOSFETの MOSFETダイオード回復波形の比較 

この命名法は、一部の CoolSiC™ Gen1 MOSFETのデータシートでは、既に新しい定義に変更されてお
り、すべての CoolSiC™製品が同期化されるまで継続される予定です。 

CoolSiC™ Gen2 MOSFETは、ほぼ同じテスト条件において、CoolSiC™ Gen1 MOSFETよりも Qfrが約 45%低
減されています。 

Figure 5 Qfrの比較: CoolSiC™ Gen1と Gen2 MOSFET 
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最新世代の炭化ケイ素 (SiC) MOSFET 

2 技術的パラメーター  

Figure 5は、同じテスト条件下で、CoolSiC™ Gen2のターンオン損失が、CoolSiC™ MOSFET Gen1に比べ
て劇的に減少していることも示唆しています。 

2.3 VDSS – ドレイン ソース間電圧制限 
一般的に、CoolSiC™ Gen2と Gen1 MOSFETの降伏電圧の挙動は同じです。Figure 6に示すように、X軸が
ジャンクション温度、Y軸が降伏電圧を表すと、CoolSiC™ Gen2 MOSFET の方が、傾きが小さい点が主な
違いです。その大きな違いは、低温では CoolSiC™ Gen2 MOSFET の方が、CoolSiC™ Gen1 MOSFET に比べ
て降伏電圧が高いことで、屋外用途や低温で起動するアプリケーションのお客様にメリットがありま
す。さらに、定格ブロッキング電圧は全ジャンクション温度範囲 TJで 650 V以上です。 

Figure 6 VDSSの比較: CoolSiC™ Gen1と Gen2 MOSFET 

Note: スイッチング過渡時や異常動作時であっても、定格降伏電圧を超える電圧の印加は推奨されま
せん。 
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CoolSiC™ 650 V G2 MOSFET 
最新世代の炭化ケイ素 (SiC) MOSFET 

2 技術的パラメーター  

2.4 伝達特性 
伝達特性は、新世代の駆動能力に関連した重要な違いを示しています。25°C (直線) と 175°C (破線) の交
点を「熱的不安定点」と呼んでいます。熱的不安定点よりも下では、MOSFETはより高い温度でより高
い電流伝達を可能にし、印加されるゲートソース電圧によっては、アプリケーションで熱暴走につなが
る可能性があります。 

Figure 7 伝達特性の比較: CoolSiC™ Gen1と Gen2 MOSFET 

CoolSiC™ MOSFET Gen1の熱的不安定点は VGS = ~15.3 Vで、15 V 駆動が可能ですが、大電流動作時の熱暴
走に注意が必要です。一方、CoolSiC™ MOSFET Gen2の熱不安定点は VGS = 13 V であり、完全互換の 15 V 
ゲート駆動となります。しかし、インフィニオンは、約 30%の RDS(on)の追加メリットがあるため、18 V
の駆動電圧でデバイスを動作させることを推奨しています。 
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最新世代の炭化ケイ素 (SiC) MOSFET 

2 技術的パラメーター  

2.5 Coss–出力容量 
出力容量はスイッチング損失の指標であり、アプリケーションの動作と効率に影響を与える 2つの追加
要因である Qossと Eossを含みます。 

Figure 8 出力容量の比較: CoolSiC™ Gen1と Gen2 MOSFET 

CoolSiC™ MOSFET Gen2の Cossは、CoolSiC™ MOSFET Gen1と同じパターンですが、絶対値が低下していま
す。VDS = 400 V では ~54% の減少です。CoolSiC™ MOSFET Gen1の主な欠点は、Cossが大きいため Eossが増
加することです。Figure 9は VDSにおける Eossと Qossの比較です。 
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CoolSiC™ 650 V G2 MOSFET 
最新世代の炭化ケイ素 (SiC) MOSFET 

2 技術的パラメーター  

Figure 9 Eossと Qossの比較: CoolSiC™ Gen1と Gen2 MOSFET 

Eossと Qossは、以下の 2つの式に従って Cossによって得られます。 

𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = ∫ 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑400 𝑉𝑉
0  

𝑄𝑄𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 = � 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙
dV
dt

 d𝑡𝑡
400 𝑉𝑉

0

 

式 1 EOSSと QOSSの計算 

CoolSiC™ Gen2 MOSFETの全電圧範囲にわたって Cossが低いことの利点は、CoolSiC™ MOSFET Gen1と比較
して 45～50%減少されて、Eossと Qossが同じ挙動を示すことです。 
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CoolSiC™ 650 V G2 MOSFET 
最新世代の炭化ケイ素 (SiC) MOSFET 

2 技術的パラメーター  

2.6 QG – ゲート電荷 
ゲート電荷は、デバイスのオンとオフの速さを示す指標です。さらに、デバイスを完全に起動するのに
必要な電荷も表しており、スイッチング損失の指標にもなります。 

Figure 10 QGの比較: CoolSiC™ Gen1と Gen2 MOSFET 

CoolSiC™ Gen2 MOSFETからのゲート電荷は、CoolSiC™ MOSFET Gen1に比べて大幅に減少しています。
これは、CoolSiC™ MOSFET Gen2が PCBの寄生成分による影響、特に電圧ピークによる VGS発振、および
データシートに記載された制限を受けやすいことを示しています。しかし、インフィニオンはこうした
制限を引き上げているため、CoolSiC™ MOSFET Gen1と同じ RG,extを使用し、低いスイッチング損失のメ
リットを得ることが可能です。 

さらに、CGSと CGDの比が劇的に減少するため、dV/dtによる再ターンオンの可能性が減少します。この
寄生ターンオン (PTO) ファクターは、データシートの値に基づき、以下の式で表されます。 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑄𝑄𝐺𝐺𝐺𝐺 @ 400 𝑉𝑉
𝑄𝑄𝐺𝐺𝐺𝐺  @ 𝑉𝑉𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑡𝑡ℎ) @ 25°𝐶𝐶

 

式 2  寄生ターンオン ファクターの計算  

この計算式を CoolSiC™ MOSFET Gen1および Gen2に適用すると、次の図になります。 
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2 技術的パラメーター  

Figure 11 PTOファクターの比較: CoolSiC™ Gen1と Gen2 MOSFET 

Figure 11に示すように、CoolSiC™ MOSFET Gen2の値は CoolSiC™ MOSFET Gen1よりも低くなります。値
が低いほど、dV/dt駆動による誤ターンオンの可能性が下がります。なお、これはターンオフ電圧が 0 V
のときのままです。 
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3 負のゲート駆動電圧  

3 負のゲート駆動電圧 
インフィニオンの CoolSiC™ MOSFETは、PTOファクターがきわめて低いため、負のゲート駆動電圧が不
要で、市場で最も優れた誤ターンオン動作に対する耐性を示します。一方で、CoolSiC™ Gen2 MOSFETは
他社製品に対するセカンドソースとして利用されることも想定し、負のゲートソース電圧をターンオフ
電圧として使用するためにゲート酸化膜が改良されています。市場の多くの SiC MOSFETは VGS= -5Vで動
作するため、この新しいゲート酸化膜が導入されました。この結果、CoolSiC™ Gen2 MOSFETはさらに使
いやすく、駆動しやすくなりました。 

市場に流通するすべての SiC MOSFETと同様に、Vthドリフトとそれに対応する RDS(on)ドリフトの存在は、
製品寿命にわたり無視はできません。しかし、Figure 12に示すように、この RDS(on)の影響は無視できる
ほどです。 

Figure 12 製品寿命期間にわたる RDS(on)ドリフト 

Figure 12に示すように 、寿命にわたる RDS(on)ドリフトは、75°C〜125°C、–5V〜18Vのゲート駆動という
一般的な動作条件においては 2%を超えません。このドリフトは効率や性能に影響を与えません。この
ドリフトは効率や性能に影響を与えません。さらに、ゲート酸化膜の信頼性とスクリーニングは、
CoolSiC™ MOSFET Gen1と同じです。 

さらに、CoolSiC™ Gen2 MOSFETは–10 Vまでの電圧ピークに対応するため、高い dV/dtや PCB設計の寄
生インダクタンスに起因する電圧ピークに対して余裕を確保できます。 
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4 アプリケーションテスト 
ここでは、現在市販されている 3.3 kWの CCMトーテムポール型力率改善回路 (PFC) および 3.3kWの LLC
コンバーターの SiC MOSFETに対するベンチマークを示します。 

4.1 3.3 kW CCM トーテムポール型力率改善回路 (PFC) 
トーテムポール型力率改善回路 (PFC) は、ピーク効率 99%以上を達成する最高効率のブリッジレス トポ
ロジーです。効率 99%は、98%以上の SMPSのシステム効率の達成には必須です。この AC/DCコンバー
ターは、CoolMOS™ 600 V、グリッド接続整流器に C7 17 mΩデバイス、インフィニオン製 18 V補助バイ
アス電源、XMC1404、昇圧段として IMZA6R048M1Hを使用するなど、インフィニオンの完全なソリュー
ションです。入力電圧は 176 V AC～360 V ACで、出力電圧 400 V、スイッチング周波数 65 kHzで 3.3 kW
出力が可能です。 

システムのベンチマーク用に、ZVS動作が最大 20～30 nsになるよう各デバイスのデッドタイム設定を
最適化しています。さらに、RG,extは、すべての電圧 (VGSおよび VDS) がデータシートの制限内に収まるよ
うに調整されています。効率測定は、横河計測製の WT3000パワーアナライザを使用し、被測定デバイ
スごとに 500 Hzのラインフィルタを適用し、ファン (冷却コンセプト) を外部供給して行います。 

4.1.1 D2PAK 
複数デバイスについてテストを実施しています。ここでは、D2PAKのデバイスから始めます。以下の
RG,ext設定が使用されています。 

Table 2 3.3 kW CCM トーテムポール型力率改善回路 (PFC) 用 D2PAK RG,ext 設定 

前述のとおり、CoolSiC™ MOSFET Gen2 と Gen1は、データシートの制限値 (括弧内の値) に記載されてい
るのと同じ 10 Ωの RG,extを使用できます。この CoolSiC™ MOSFET Gen2では、99.16%という最高のピーク
効率を実現できます。Figure 13と Figure 14に、AC 230 V と AC 176 V での効率差を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUT RG,ext 
VGS,min 
Vin = 176 V AC 
Iout = 8.3 A 

VDS,max 

Vin = 176 V AC 
Iout = 8.3 A 

ピーク効率 
(eta) 
Vin = 230 V AC 

IMBG65R040M2H 10 Ω –9.9 V(–10 V) 525 V (580 V) 99.16% 
IMBG65R039M1H 10 Ω –6.4 V (–7 V) 579 V (580 V) 99.00% 
ベンダー1の MOSFET 8.2 Ω –10.8 V (–11 V) 564 V (580 V) 98.83% 
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Figure 13 D2PAK絶対効率の比較: 3.3 kW CCMトーテムポール型力率改善回路 (PFC) 

Figure 14 D2PAK効率差の比較: 3.3 kW CCMトーテムポール型力率改善回路 (PFC) 

Figure 14に示すように、ベンダー 1の製品は全負荷範囲において効率面で大きな欠点が見られます。こ
れは 0 Vゲート駆動に起因するもので、ベンダー1の製品は、Figure 15に示すように強い寄生ターンオ
ン動作を示します。 

Figure 15 ベンダー 1 製品の D2PAK寄生ターンオン 
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ベンダー1の製品が高い効率を得るには、–5 Vのターンオフ電圧でしか使用できません。しかし、そこ
でも寄生ターンオンが見られます。データシートによると、チョーク電流 (IL) が 16 Aのとき、すでに
VGS,peakは 8.7 Vで、VGS(th)は 1.8 Vから 4.2 Vの間です。 

4.1.2 TO-247-4 
複数のデバイス間の効率の違いや RDS(on)の影響を見るには、以下のようなテストシナリオがあります。 

Table 3 TO-247-4 RG,ext設定: 3.3 kW CCMトーテムポール PFC 

このベンチマークも同じ手順で実行されます。ベンダー3の製品に限り、3.8 Ωから 3.2 Ωに変更すると
ゲートソース電圧の–8 Vに違反するため、RG,extはこれ以上下げられません。これらの設定を適用する
と、以下の効率差が得られます。 

Figure 16 TO-247-4絶対効率の比較: 3.3 kW CCMトーテムポール型力率改善回路 (PFC) 

DUT RG,ext 
VGS,min 
Vin = 176 V AC 
Iout = 8.3 A 

VDS,max 

Vin = 176 V AC 
Iout = 8.3 A 

ピーク効率 
(eta) 
Vin = 230 V AC 

IMZA65R040M2H 6.8 Ω –9.6 V (–10 V) 510 V (580 V) 99.19% 
IMZA65R050M2H 6.8 Ω –9.8 V (–10 V) 521 V (580 V) 99.20% 
IMZA65R039M1H 6.8 Ω –6 V (–7 V) 511 V (580 V) 99.03% 
IMZA65R048M1H 6.8 Ω –6.8 V (–7 V) 512 V (580 V) 99.04% 
ベンダー2 10 Ω –4 V (–4 V) 477 V (580 V) 98.99% 
ベンダー3 3.8 Ω –6 V (–8 V) 508 V (580 V) 98.83% 
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Figure 17 TO-247-4効率差の比較: 3.3 kW CCMトーテムポール型力率改善回路 (PFC) 

この結果は、両入力電圧において、CoolSiC™ Gen2 MOSFET が他のすべてのテスト対象デバイスよりも優
れていることを示します。さらに、50 mΩデバイスは予想どおりの挙動を示し、軽負荷では高効率です
が、容量 (軽負荷) と RDS(on) (全負荷) により、全負荷で低効率になります。特に、チップサイズが小さく
なっても、こうした動作が実現可能なのは、インフィニオンが使用する拡散はんだプロセスにより、製
品の Rth値が改善されているからです。その結果、CoolSiC™ Gen2 MOSFETの Rthは CoolSiC™ Gen1 
MOSFETと同じ値に保たれています。 

Table 4 Rthの比較: Gen2と Gen1 

4.2 3.3 kW LLCコンバーター 
技術的パラメーターで説明したように、CoolSiC™ MOSFETは LLCコンバーターのような共振トポロジー
に適しています。ボディダイオードの動作は、転流用の本格使用を想定した特定の動作条件下で、シス
テムの安定性を向上させます。 

本テストボードは、入力電圧 380 V DC、出力電圧 52 V時の出力電力 3.3 kWのテレコムでの要件に基づい
ています。 

本テストを継続すると、セットアップは常にテスト対象の各デバイス向けに最適化され、次のような設
定になります。 

 

 

 

 

 

DUT Rth,JC max [K/W] 
IMZA65R040M2H 0.87 
IMZA65R039M1H 0.85 
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Table 5 TO-247-4 RG,ext設定: 3.3 kW LLCコンバーター 

この設定により、次のような結果が得られます。 

Figure 18 CoolSiC™の効率比較: 3.3kW LLCコンバーター 

CoolSiC™ Gen2 MOSFETは、LLCコンバーターにおいても期待どおりの性能を発揮します。しかし、その
差は 3.3 kWの CCMトーテムポール PFCほど顕著ではなく、ほぼすべてのデバイスが測定許容差 0.1%以
内に収まっています。このベンチマークでは、ベンダー3の製品のみが最も低い性能を示しています。 

このテスト設定では 70 kHzの共振周波数を使用しているため、多くの最適化が可能です。CoolSiC™ 
Gen2 MOSFET の Qoss, Qg, および Cossなどの技術的パラメーターの改善や PCB寄生の改善を含めると、
CoolSiC™ Gen2 MOSFETの利点は、スイッチング周波数の高周波化や効率のさらなる向上により、高電力
密度を実現します。 

DUT RG,on RG,off 
VDS,max 
起動時 
(無負荷) 

IMZA65R040M2H 10 Ω 9 Ω 453.1 V 
IMZA65R050M2H 20 Ω 10 Ω 453.1 V 
IMZA65R039M1H 6 Ω 4 Ω 444.3 V 
IMZA65R048M1H 6 Ω 4 Ω 451.7 V 
ベンダー2 3 Ω 1 Ω 460.5 V 
ベンダー4 6 Ω 5 Ω 464.9 V 
ベンダー3 4 Ω 2 Ω 438.9 V 
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5 まとめ 
本書では、CoolSiC™ MOSFETの最新世代を旧世代製品と比較し、解説しました。優れたゲート酸化膜に
より、熱係数が 15V 未満でありながら負ゲート駆動が可能で、フル 15V対応の駆動スキームが得られま
す。さらに、技術的パラメーターが大幅に改善され、エンドユーザーアプリケーションでの動作が向上
し、最高の効率と使いやすさを実現します。 
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改訂履歴 
版数 発行日 変更内容 
V 1.0 2024-04-16 これは英語版 CoolSiC™ 650 V G2 MOSFET V1.0を翻訳した日本語版

V1.0です。 
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